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MEMORIA DESCRIPTIVA

de un Certificado de 12 Adicidn por mejoras
on el objeto de la Patente principal numero:
174,103, expedida el 12 de Julio de 1946,
por: "UN DISPOSITIVO DT DISCARGA TLECTRICA
EN VAPOR DE MERCURIQ DE ALTA PiYWSIQN", a
favor de THE GENERAL FLECTRIC COMPANY LTI~

THED, residente en London W.C.2., (Inglaterra).
A e e e

®l presgente invento se refiare a una mejoras o modificacidn
de dispositivos de descarga eléctrica HAMV de la clase descrita y
reivindicada en la memoria ds la patente n? 174.103. Las caracte-
risticas de estos dispositivos son (1) que L, la distancia entre
las terminacionss de la columna de descarga, 28 menor qus la dis-
tancia de por 1o wenos una de las indicadas terminaciones de 1la
pared del dispositivo, y (2) que 8l monos un eslectrodo es un cuer-
po de gran seccién transversal, cuya longitud no es esencialmente
maenor y pusde ser mayor que la distancia del extremo frontal (en
que termina la descarga) de la parte de la pared principal de la
envoltura por la gue pasa 8l conductor del electrodo. Los tdrmino:
explfcitamentes definidos en dicha memoris so empleéin en igual
gentido en la presaente, Il invanto se rafinrs taxbidn a la com-
binacién de dispositivos eléctricos de descarga HPMV con medios
rara maniohrarlos,

n una de las alterndtivas descritas en la citada memoria a8l
extramo tirasero sobresale a tr-avés de la superficie interior de
la pared principa} de la envoltura dentro de un receptdculo prev
to para recivirlo. S8 ha comprobado que las paredsas dei recepté-
culo -deben circundar al cuerpo tan estrechamente gqus, por sl ca'

recibido del olectrodo se mantengan a una tempsratura no aprec) -
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blemente menor que la parte més enfriada de la envoltura princi-
pal, losotros heamos comprobado shora yue esta condicidén se estable.
cib demasiado estrechamente y qus estrictamente sdlo se aplica a
las partes de la pered del receptéculo que son immediatamente ad-
yacontes a la envoltura principsl, 8i el receptdculo es suficien~
temente profundo las parades alejadas de la envoltura principal mm
pueden estar mucho m4s frfaes que la envoltura principal; el mercu-
rio (u otro metal vaporizado) se pueds entoncas condensar en la
parte fria de las paredes, pero si esta condensacidén se permite
para ajustar la cantidad del metal en el dispositivo, no habréd de
producir ningdn trastorno. En realidad una parte frfa del recepté-
culo suficientemente alejada de la envoltura principal constituye
una ventaja positiva, pues por ella ol calor puede extraerse del
electrodo por medios refrigerantes aplicados al exterior del recep
tdoulo.

En conformidad con el invento, en un dispositivo HEMV segin
la nota 2 de la memoria principal, el extremo trasero del electrOa
do se aloja en un receptéculo, tan hondo y de paredes tan delga~
das que una proporcién sumtancial del calor recibido por el selec-
trodo de la descarga, pueds extraerse de 41 mediante refrigerante
aplicado a la cara exterior de la parte del receptdculo alejada
de la envoltura principal, en tanto que las paredes del recepté-
culo préximas al electrodo principal se mantienen a una tempera-
tura no aprsciablemente inferior gue la dae la parte més fria de
la envoltura principal.

¥l receptéculo neceshta ser de paredes deigaéae abflo donde
gse aplica el refrigerante., Si las paredes fussen suficientemente
delgadas, la condicidn impuesta por "seccibn transversal grande"
no se cuzplirfa, ya que la conauctancig/ggiﬁg al extremo trasero
del electrodo y el exterior de la envoltura seria mayor que 1la

conductancia entre los extremos frontal y trasero del electyodo,y

por tanto el dispositivo caar{s fuera del objeto de la presents
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memoria. Pero en la prdctica es nmuy diffcil o imposible hacerlo
tan aelgado que sa viols la indicada condicidn, Sometidos a esta
liwmitacidn, conviena que las paredns sean tan delgadas como 10
pPermitan otras condicionas, por sjemplo gune tengan de 0Spesor en-
tre 1 y 2 mm,

Una forma de ejecucidn del invento se describirf ahora a ti-
tulo de ejemplo con referencia Al adjunto dibujo. El electrodo 1
es una varilla cilfndrica de volfram de 70 mm de longitud y 12 mm
de difmetro. Bl receptéculo 2, en el fondo del cual se encuentra
el extremo trasero, 88 un tubo en el que se ajusta estrechamente
la varilla; en tubo tiene una longitud de %5 mm entre las seccio-
nes marcadas pPor a,b y cerca del extremo traseio poses una pered
de cuarzo de 1,5 mm de espesor. T1 fondo del raceptéculo estd pro-
longado por un cierre 3; en este cierre, unas tiras 4, prosentadas
de campo en el dibujo, soldadas s un extremo a una varilla wés esi
trache 5 prolongscién de la varilla 1, so embuten entre la parts
extorior deol cisrre y un méclno de cuarzo 6. Por 7 se indican
alambres a los que so sueldan los otros extremos de las tiras,
ormando los conductores extse-iores., ©n funcionamionto la parte
del receptdculo préxima a la seceifn b se enfria por un soplo de
aire o un darde de agua. ,

R R L R R L STt N OTA :ri=timii-lii-ii-ti=it=t:
Se reivindica como nusvo y de propia Invencién:

1l.- Una m2jora o modificacidn de un dispositivo da dsscarga
eléctrica HRIV segln se meivindica ~n la nota 2 de la patente
principal n? 174,103, en qua el extremo trasero del electrodo se
encusntra en un receptdculo, tan profundo y de paredes tan delga-
das que una proporcidn esencial del calor recibido por el electro
do de la descarga puads extraesrse por &1 mediante refrigerante
aplicado a la cara exterior de la parte del receptédculo alejada
de la envoltura principal, mientras que las paredes dsl receptd-
culo préximas al electrodo principal se mantinemn a una temperatu~

ra no apreciablemente inferior que la dae 1& parte més frfa de la
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envoltura principal.

2.~ Un dispositivo de descarga eléctrica HEMV segin lo rei-
vindicado en el punto 1, en el que la pared receptdfculo indicado,
en la parte alejada del cusrpo principal de la envoltura, tienen
un espesor entre 1 y 2 mm,

3.~ Un dispositivo de descarga eléctrica HPMV segin 1o reivin
dioado en el punto 2, en que el citado electrodo ® el receptéculo
indicado son sustancialmente como antes se ha descrito con refe-
roncia sl adjunto dibujo.

4,- Un dispositivo eléctrico de descarga HPMV segin lo rei-
vindicado en cualgquiera de los puntos precedentes, combinado con
medios para aplicar un refrigerante al extremo del indicado recep-
tdculo alejado del cusrpo prinecipal de la envoltura.

Este Certificado de 12 4ddicién recae sobre mejoras en el ob-
jeto de la patente principal n® 174,103, expedida el 12 de Julio
de 1946, por "UN DISPOSITIVO DE DIESCARGA RLECTIICA EN VAFOL DR
MBACURIO DE ALTA PRESION", como queda descrito en la presente

lMemoria y caracterizado en la antsrior Wotae.
Madrid, § de 'Z'C/;LEYO de 1946.-~
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